Vliv pfimési MnBi na elektro-transportni vlastnosti antiferomagnetického
polovodi¢ce NaMnBi
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Antiferomagnetické (AFM) materidly ziskavaji zna¢nou popularitu na poli spintroniky a to zejména
diky svému aplika¢nimu potencialu. Pamétové zafizeni fungujici na principu AFM by umoznily nejen
vyssi hustotu zapisu dat, ale také znacnou odolnost vici vnéjsimu magnetickému poli. Nejvice
studovanym materidlem AFM spintroniky je bezesporu CuMnAs ve formé tenkych vrstev, u kterého
byla Uspésné demonstrovana fizend zména orientace magnetickych momentl pomoci elektrického
proudu[1]. Jednim z perspektivnich materialu pro AFM spintroniku je znovuobjeveny AFM polovodic
NaMnBi a to zejména diky pfitomnosti zakdzaného pdsu, coz by umoznilo skloubeni spintronickych a
polovodic¢ovych technologii. Tato slou¢enina vykazuje znacné zajimavé chovani elektrického odporu
v magnetickém poli. Bylo ukazano, Ze v zavislosti na mnozstvi defekti v krystalu se jeho elektricky
odpor muze pti teploté 2 K a v magnetickém poli 9 T zménit az o 10 000% [2].
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Obrazek 1: Zavislost magnetorezistence na magnetickém pole na teploté 2 K (Cervene) a 300 K (Cernd) pro krystal “bez
defekt(”A) (levy panel) a pro krystal “s defekty” B) (pravy panel). Pfevzato z [2].

Nase nedavna studie [3]na podobné slouceniné NaMnAs ukazala, Ze tato sloucenina je na vzduchu
nestabilni a v prlbéhu ¢asu se na jejim povrchu zacne vytvaret tenka vrstva MnAs. Podivame-li se na
elektro transportni vlastnosti slou¢eniny MnBi, zjistime Ze vykazuje znacné velkou magnetorezistenci
v fadu stovek procent[4]. To by mohlo znamenat, Ze extrémné velkd magnetorezistence v NaMnBi
neni zplUsobena defekty v sloucening, ale pritomnosti primési MnBi.

Cilem tohoto projektu je pfipravit monokrystaly NaMnBi, urcit mnoZzstvi primési v pfipravenych
monokrystalech a nasledné zméfit elektro-transportni vlastnosti.

Prace ma nasledujici charakter:

e  Pfiprava monokrystald NaMnBi pomoci metody presyceného roztoku

eV zavislosti na Case urcit mnozstvi pfimési MnBi v krystalu pomoci metody Energiové
Disperzni Spektroskopie a metod rentgenové difrakce

e Zméfit elektro-transportni vlastnosti v teplotnim rozsahu 2-400 K a magnetickém polido 9T

e Sepsat zavérecnou zpravu


mailto:volny@mag.mff.cuni.cz

(1]

(2]

(3]

(4]

P. Wadley et al., “Electrical switching of an antiferromagnet,” vol. 1031, no. January, pp. 1-10,
2015, doi: 10.1126/science.aab1031.

J. Yang et al., “Defect-driven extreme magnetoresistance in an I-Mn-V semiconductor,” Appl.
Phys. Lett., vol. 113, no. 12, 2018, doi: 10.1063/1.5040364.

J. Volny et al., “Single-crystal studies and electronic structure investigation of the room-
temperature semiconductor NaMnAs,” Phys. Rev. B 105, 125204, 2022.

Y. He et al., “Large linear non-saturating magnetoresistance and high mobility in
ferromagnetic MnBi,” Nat. Commun., vol. 12, no. 1, p. 4576, 2021, doi: 10.1038/s41467-021-
24692-7.



